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Kutatási tevékenységem célja

A 0 dimenziós GaAs nanostruktúrák előállítása a technológiai 
paraméterek (lásd alább) nagyon sok kombinációjával lehetséges, 
hasznos tehát megismerni, hogy a nanostrktúrák egyes jellemzői 
(formája, méretei, felületegységre eső száma) hogyan függnek a 
technológiai paraméterek értékeitől

Ha sikerül valamilyen matematikai összefüggést találni a bemeneti 
(technológiai) paraméterek és a kimeneti (jellemző méretek, felületi 
sűrűség) paraméterek közt, ez tudományos és mérnöki szempontból is 
hasznos



Tételek az additív modell alapján I. (az 
egyes bemeneti paraméterek hatása 
összeadódik)
A növesztési hőmérséklet 1K-nel történő növelése statisztikailag 0,52nm-rel 
növeli a nanostruktúra alapkörének átmérőjét („A” méret), a gallium fluxus 
1ML/s-mal történő növelése 29,49 nm-rel csökkenti az „A” méretet, az arzén 
háttérnyomás 10-szeresére növelése 17,46 nm-rel növeli az „A” méretet, a 
hőkezelés időtartamának 1 perccel növelése 3,3 nm-rel növeli az „A” méretet.

A növesztési hőmérséklet 1K-nel történő növelése statisztikailag 0,26nm-rel 
növeli a nanostruktúra gyűrűátmérőjét („B” méret), a gallium fluxus 1ML/s-mal 
történő növelése 25,07 nm-rel csökkenti a „B” méretet, az arzén háttérnyomás 
10-szeresére növelése 9,59 nm-rel csökkenti a „B” méretet.



Tételek az additív modell alapján II. (az 
egyes bemeneti paraméterek hatása 
összeadódik)
A növesztési hőmérséklet 1K-nel történő növelése statisztikailag 0,03nm-rel 
növeli a nanostruktúra magasságát („C” méret), a gallium fluxus 1ML/s-mal 
történő növelése 3,68 nm-rel csökkenti a „C” méretet, az arzén háttérnyomás 10-
szeresére növelése 6,41 nm-rel növeli a „C” méretet, a hőkezelés időtartamának 
1 perccel növelése 0,81 nm-rel növeli az „C” méretet.

A növesztési hőmérséklet 1K-nel történő növelése statisztikailag 0,1 nm-rel növeli 
a nanostruktúra középponti bemélyedésének mélységét („D” méret).



Tételek az multiplikatív modell alapján I. (az 
egyes bemeneti paraméterek hatása 
összeszorzódik)

A növesztési hőmérséklet minden, Kelvinben kifejezett 10%-kal történő 
növelése statisztikailag további 26%-kal növeli a nanostruktúra 
alapkörénekt átmérőjét („A” méret), a gallium fluxus, minden 10%-kal 
történő növelése további 1,13%-kal csökkenti az „A” méretet, az arzén 
háttérnyomás minden 10%-os növelése további 0,38%-kal növeli az „A” 
méretet.

A növesztési hőmérséklet minden, Kelvinben kifejezett 10%-kal történő 
növelése statisztikailag további 30%-kal növeli a nanostruktúra 
gyűrűátmérőjét („B” méret), a gallium fluxus, minden 10%-kal történő 
növelése további 2,63%-kal csökkenti az „B” méretet.



Tételek az multiplikatív modell alapján II. 
(az egyes bemeneti paraméterek hatása 
összeszorzódik)

A gallium fluxus, minden 10%-kal történő növelése statisztikailag további 
1,5%-kal csökkenti a nanostruktúrák magasságát („C” méret), az arzén 
háttérnyomás minden 10%-os növelése további 1,05%-kal növeli az „C” 
méretet, a hőkezelés időtartamának minden 10%-os növelése további 3%-
kal növeli a „C” méretet.

A növesztési hőmérséklet Kelvinben kifejezett minden 10%-os növelése 
statisztikailag további 51,7%-kal növeli a nanostruktúrák középponti 
bemélyedésének mélységét („D” méret).
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Következtetés / összefoglalás
Mind az additív, mind a multiplikatív modell 

elfogadható eredményre vezetett abból a 
szempontból, hogy a modellekkel számolt 

méreteket az adatbázisbeli méretekkel 
összevetve, a pontdiagramokon viszonylag 

magas lineáris korreláció adódott

R>0.5 
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